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強誘電体材料を用いた従来のマッハツェンダー光変調器は小型化が難
しく、また駆動電圧が高いという問題があった。また、半導体材料を
用いた場合においても小型化と低駆動電圧化はトレードオフの関係に
あり、両立は難しかった。

どんな問題に取り組むのか？

半導体MZ変調器に新規構造を導入することにより
・ 変調器素子の小型化（従来比１／１０）
・ 駆動電圧の低電圧化（従来比１／２）

を同時に達成した。

得られた結果はどう新しいのか？

位相変調を駆使した次世代変調方式への対応が可能であり、半導体光
源との一体化によるさらなる高機能化、高性能化が期待できる。これ
により将来の大容量システムの小型化、低消費電力化に大きく貢献す
ることができる。

この研究が成功した場合のインパクトは？
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RF信号50-Ω終端位相変調導波路
L~3.0 mm

10 ps/div.

40-Gbit/s アイパターン

1.3Vpp プッシュプル駆動

33 半導体ＭＺ変調器

～小型で低消費電力な、地球に優しい光変調器～


